
ATR-FTIR 法を用いた SiC 基板上 La2O3と SiN との界面反応の解析 

Interface reaction analysis of La2O3/SiN upon SiC substrate by ATR-FTIR 
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【はじめに】SiC-MOSFETの高性能化のためには、界面準位密度を低減し、チャネル移動度を向

上する必要がある。最近 LaSiO膜を界面層とすると 10
11

cm
-2

/eVの界面準位密度が達成される

報告があった[1]。La2O3と SiC基板を直接反応して LaSiOを形成することはできるが、均一性

の課題がある[2]。そこで本発表では SiC基板上に SiN膜と La2O3を順に堆積し、SiNと La2O3

を熱処理で反応することで LaSiON膜を形成することを目指し、ATR-FTIR（フーリエ変換赤

外分光法による全反射測定）解析を行ったので報告する。 

【実験方法】化学洗浄した n-SiC (0001)基板に 4nm の PECVD-SiN 膜を堆積し、電子線蒸着法で

4nmの La2O3膜を堆積した。5%酸素の雰囲気で 500
o
Cから 1000

o
Cの間で熱処理を行い、Si-O-Si

と La-O-Siフォノンの赤外線吸収スペクトルを ATR法を用いて取得した。Si基板の試料は比

較のために用意した。 

【実験結果】Fig. 1(a)(b)にそれぞれ SiC基板と Si基板に La2O3/SiN積層膜を堆積した際の吸収ス

ペクトルを示す。SiCの試料では 900
 o
Cから Si-O-Siと La-O-Siの LOフォノンが観測され、

熱処理温度の高温化と共に吸収量が増加した。同様に Siの試料でも 900
 o
Cから Si-O-Siと

La-O-Siの LOフォノンが熱処理温度の高温化と共に吸収量が増加し、SiNの LOフォノン吸

収が減少した。以上の結果から La2O3膜と SiN膜アニールでの界面反応を確認した。 
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Fig. 1 IR absorption spectra of La2O3/SiN stacked layer on (a) SiC and (b) Si substrates on annealing temperature. 
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